
DIVISION MICROÉLECTRONIQUE 
(RTC ET SIGNETICS) 

Technologies bipolaires et MOS. 
Circuits logiques et analogiques, mémoires. 
Microprocesseurs, réseaux programmables et prédiffusés. 
Cartes standard . 

DIVISION TUBES PROFESSIONNELS 
ET INDUSTRIELS 

Photomultiplicateurs et détecteurs nucléaires. 
Tubes de prise de vue. 
Tubes d'émission et hyperfréquence. 
Tubes industriels. 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

Semiconducteurs petits et grands signaux. 
Semiconducteurs de puissance. 
Semiconducteurs micro-ondes et émission. 
Optoélectronique. 

DIVISION RÉSISTANCES, 
CONDENSATEURS ET MATÉRIAUX 

Résistances fixes et non linéaires, potentiomètres. 
Condensateurs électrolytiques, film , céramique, ajustables. 
Ferrites - Quartz et T.C.X.O. 
Lignes à retard. 

DIVISION TUBES 
ET SOUS-ENSEMBLES AUDIO-VIDÉO 

Tubes- images noir et blanc et couleurs. 
Sous-ensembles audio-vidéo. 
Haut-parleurs. 
Tubes récepteurs. 

DIVISION MOTEURS - CIRCUITS IMPRIMÉS 
ET SOUS-ENSEMBLES 

Circuits imprimés. 
Circuits hybrides. 
Sous-ensembles électroniques. 
Moteurs. 
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Bi polar transistors 
without matching ce// 
Bipolar transistors 
with input matching 
ce// 
Bipolar transistors 
with input and output 
matching ce// 
GaAs FETs without 
matching ce// 

Bi polar transistors 
without matching ce// 
Bipolar transistors 
with input matching 
ce// 
Bipo/ar transistors 
with input and output 
matching ce// 

fo r RADAR and 
NA V/GA T/ONAL 
A/OS 

/FF 
f = 600 ta 750 MHz; 
ton = 10us; Ô = 1%. 
TACAN 
f = 960 ta 1215 MHz; 
ton= 10 us; ô = 10%. 
OME 
f= 1025to 1150MHz; 
ton = 10us; ô = 1%. 
J-Band RADAR 
f= 1200to 1400MHz; 
ton = 100us; ô = 10%. 
S-Band RADAR 
f= 3100 to3500MHz; 
ton= 100 us; ô = 10%. 
IFF 
f = 1090 MHz; 
ton = 10us; ô = 1%. 

-r,,e bipolar silicon transistors and 
1 GaAsFETs liSted here are for frequencies 

from 1 GHz to 16 GHz. Only the most 
important data are given ; complete informa­
tion on each of the listed types is published in 
individual data sheets which can be had on 
request. 

The output and gain figures given here are 
minimum values obtained from tests of every 
specimen of each type on a test fixture; when 
an individual specimen is soldered into a 
well-designed circuit, the performance 
obtained will normally be superior. 

The bipolar silicon transistors 

covering frequencies up to about 5 GHz, are 
for use in linear amplifiers, oscillators, and 
CW class B ampl ifiers, and for pulsed opera­
tian in radar and navigation aids. Our linear 
and class B ampl ifier transistors have the 
highest power-frequency product of any 
available ; for example, 2,4 W linear or 4 W 
class B in the 3, 7 - 4,2 GHz band. 

Features that contribute to the superior 
performance of these transistors include: 
• multi-cell geometry, for good dissipation 

balance and low thermal resistance 
• diffused emitter ballast res istors, 

to prevent current crowding and allow high 
VSWRs 

• silicon nitride passivation , for maximum 
protection and to serve as a mask for 
emitter and base implantation 

• interdigitated base-emitter structu re, 
for higher emitter efficiency 

• ion implanatation of base and emitter, 
for shallow, closely controlled doping 
profiles, resulting in higher gain and 
efficiency 

• local oxidation surround ing the base area, 
to minimize parasitic capacitance and 
increase reliability by el iminating abrupt 
metallization steps 

• TiPtAu metallization by electron-gun 
deposition and back-sputtering, for ultra­
fine interconnections and high reliability at 
high temperature 

• minimum dimensional tolerances , due to a 
se lf-aligning process using a sing le mask 
for emitter and base apertu res. 

The GaAs FETs 

using equally advanced technology, include 
low-noise transistors for frequencies up to 
16 GHz and linear power transistors able to 
deliver 1 W at 8,5 GHz. Recessed as well as 
pl anar gate structures are used, and all active 
areas are protected by sil icon oxide. 

Internai prematching networks 

included in most of the high-power 
transistors facilitate matching in wideband 
amplifiers and increase efficiency and power 
gain by reducing lasses in external 
match ing networks. lnput-only prematching 
restricts operation of the transistor above the 
stated test frequency ; input-and-output 
prematch ing restricts operation outside the 
stated frequency band. We will g ladly 
consider your requests for transistors 
prematched to frequencies other than th ose 
mentioned. 

Quality and reliability 

are designed- in and assured by rigorous 
testing. High-reliability test prog rammes and 
screening procedures patterned after MIL-S-
19500, MIL-STD-750 and MIL-STD-883 are 
available. 

Non-standard packages 

and unpackaged chips can be supplied to 
special request. Please con suit us about you r 
requirements. 3 



CLASSA 8/POLAR POWER TRANSISTORS 

MicrowavEl Performance Characteristics Maximum Ratings 

Type No. Package Pinning Pu Gpo leso Ces hFE Veso VEBo Vern le P101 Tj Î stg Rth Type No. 

VeE le min min max Ves typ Ves VeE le V V V mA Îmb = 75°C K/W 

2 3 4 GHz V mA mW dB µA V pF V 
typ V mA w 

oc oc 

LBE1001T F045 
C B E 20 35 100 10 .01 15 .55 20 80 10 35 2.5 22 160 .72 175 -65-+150 120 

LBE1001T 

LCE1001T F046 
LCE1001T 

LBE1004R F045 
C B E 15 100 400 8 200 20 1.7 14 i 80 5 75 30 3 14 400 3.0 200 -65-+150 30 

LBE1004R 

LCE1004R F046 
LCE1004R 

LBE1010R F045 
C B E 15 200 800 7 400 20 2 14 80 5 75 30 3 14 800 6.0 200 -65-+150 17 

LBE1010R 

LCE1010R F046 
LCE101 OR 

LKE1004R F053 C B E 15 100 310 8 200 20 1.5 14 80 5 75 30 3 14 400 3.0 200 -65-+200 30 LKE1004R 

LAE2001R SOT100 C E B E 2 15 35 80 8 .01 15 .5 10 80 10 35 2.5 22 60 .8 200 -65-+200 180 LAE2001 R 

LBE2003S F045 
C B E 2 18 30 200 10 .1 20 .3 18 80 5 30 40 3 16 90 1.4 200 - 65-+150 65 

LBE2003S 

LCE2003S F046 
LCE2003S 

LBE2005O F045 
C B E 1.65 12 80 300 7 5 20 10 120 5 65 30 3 16 400 1.5 200 -65-+150 45 

LBE2005O 

LCE2005O F046 
LCE2005O 

LBE2008T F045 
C B E 1.65 20 150 800 6 100 20 1.3 20 100 5 150 30 3 14 300 3.5 200 -65-+150 26 

LBE2008T 

LCE2008T F046 
LCE2008T 

LBE2009S F045 
C B E 2 18 110 700 9 .1 20 .6 18 100 5 110 40 3 16 250 3.5 200 -65-+150 36 

LBE2009S 

LCE2009S F046 
LCE2009S 

LKE2002T F053 C B E 2 15 70 150 7 50 28 .8 20 100 5 70 45 3 20 80 1.5 200 -65-+200 45 LKE2002T 

LKE2004T F053 C B E 2 15 140 300 6.5 100 28 1.5 20 100 5 140 45 3 20 160 3.0 200 -65-+200 22 LKE2004T 

LKE2015T F053 C B E 2 20 200 1250 7.5 300 20 3.5 20 80 5 200 45 3.5 20 800 8.0 200 -65-+200 11 LKE2015T 

LWE2015R F093 C B E 2.3 16 250 1200 7.5 10 25 2 16 40 5 230 35 3.5 16 450 6.0 200 - 65-+200 12 LWE2015R 

LWE2025R F093 C B E 2.3 16 400 2000 7 15 25 3 16 40 5 400 35 3.5 16 800 8.0 200 -65-+200 8 LWE2025R 

LAE4000O SOT100 C E B E 4 15 30 70 4.7 100 30 .4 15 100 5 10 30 3 15 140 .7 . 200 -65-+200 180 LAE4000O 

LAE4001R SOT100 C E B E 4 15 25 85 8.5 .1 15 .25 15 100 5 25 30 2 16 80 .48 200 -65-+200 210 LAE4001R 

LAE4002S SOT100 C E B E 4 18 30 125 7.5 .1 20 .3 18 80 5 30 40 3 16 90 .625 200 -65-+200 200 LAE4002S 

LAE6000O * SOT100 C E B E 2 10 4 
NF1yp Gatyp .1 10 .15 10 110 10 4 25 2 12 15 .150 200 -65-+200 300 LAE6000O * 

1.8 dB 12 dB 

* low noise device 
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CLASSA BIPOLAR POWER TRANSISTORS 
WITH INPUT PRE MA TCHING 

Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings 

Type No. Package Pinning Pu · Gpo lcso Ces hFE Vcso VEBo Vern le P101 Ti Tstg Rth Type No. 
VcE le min min max Vcs typ Vcs VcE le V V V mA Tmb = 75°C oc oc K/W 

1 2 3 GHz V mA mW dB µ,A V pF V typ V mA w 

LKE21004R F053 C B E 2.1 15 140 400 8 100 15 2 10 100 5 140 30 3 14 600 2.8 200 -65-+200 22 LKE21004R 

LKE21015T F053 C B E 2.1 20 300 1500 8 25 20 3.5 20 40 5 250 45 3.5 22 800 8 200 -65-+200 11 LKE21015T 

LKE21050T F053 C B E 2.1 20 1200 5000 7 75 20 9 20 40 5 500 45 3.5 22 3000 30 200 -65-+200 4 LKE21050T 
• 

LKE27010R F053 C B E 2.7 16 200 630 7 200 25 3.4 10 100 5 200 35 3 12 550 5 200 -65-+200 12 LKE27010R 

LKE27025R F053 C B E 2.7 16 650 2150 6.5 500 20 10 10 150 5 500 35 3 15 1500 15 200 - 65-+200 6 LKE27025R 

LKE32001QC F053 C B E 3 12 50 90 7 5 20 10 100 5 50 45 3.5 20 400 1.5 200 -65-+200 45 LKE32001QC 

LKE32002T F053 C B E 3 20 65 200 8 5 20 .85 20 150 5 65 45 3.5 20 400 1.5 200 -65-+200 45 LKE32002T 

LKE32004T F053 C B E 3 20 130 630 8 10 20 1.8 20 150 5 130 45 3.5 20 800 3 200 - 65-+200 22 LKE32004T 

LJE42002T F041A C B E 4 20 65 150 5.8 5 20 .7 20 100 5 65 45 3.5 20 400 1.5 200 - 65-+200 41 LKE42002T 

. LJE42004T F041A C B E 4.15 20 125 300 6 150 30 1.3 10 50 5 125 45 3.5 23 400 2.8 200 -65-+200 22 LKE42004T 

LTE42005S F041 B C B E 4.2 18 110 450 6.6 .1 20 .5 20 80 5 110 40 3 16 250 4 200 -65-+200 36 LKE42005S 

LTE42008R F041 B C B E 4.2 16 250 800 7 150 20 2 16 80 5 250 40 3 16 450 6 200 -65-+200 12 LKE42008R 

LTE42012R F041B C B E 4.2 16 400 1000 6 200 20 3 16 80 5 400 40 3.5 16 800 8 200 -65-+200 10 LKE42012R 

CLASSA BIPOLAR POWER TRANSISTORS 
) 

WITH INPUT AND OUTPUT PRE MA TCHING 

Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings 

Type No. Package Pinning Pu Gpo lcso Ces hFE Vcso VEBo Vern le P101 Tj Tstg Rth Type No. 
f VcE le min min max Vcs typ Vcs VcE le Tmb=75°C K/W 

1 2 3 GHz V mA w dB µ,A V pF V typ V mA V V V mA w oc oc 

LV1721E50R F083 C B E 1.7 to 16 1000 5 7 500 20 7 16 30 3 1000 40 3.5 15 2000 18 200 -65-+200 LV1721 E50R 
2.1 4 

LV2327E40R F083 C B E 2.3 to 16 1000 4.5 7 500 20 7 
2.7 16 30 3 1000 40 3.5 15 2000 18 200 - 65-+200 4 LV2327E40R 

3.7to .. 
LV3742E16R F083 C B E 4.2 16 500 1.3 5.5 300 20 4 16 30 3 500 40 3.5 15 1000 12 200 - 65-+200 6.5 LV3742E16R 

LV3742E24R F083 C B E 3.7to 16 800 2 5 400 20 6 16 ~ 30 3 800 40 3.5 16 1500 15 200 -65-+200 5 LV3742E24R 
4.2 

6 7 



CLASS B BIPOLAR POWER TRANSISTORS 
WITHOUT PRE MA TCH/NG l 

Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings 

Type No . Package Pinning PL Gp T]c lcso Ces Veso VEBo Vern le Ptot Tj Tstg Rth Type No. 
f Vee min min min max Ves typ Vcs V V V mA 

Tmb = 75°C oc oc K/W 
1 2 3 4 GHz V w dB % µ,A V pF V w 

PEE1001T F038 
C E B E 1 18 1 45 3 20 250 3.5 200 -65-+150 35 

PEE1001T 
PDE1001T F058 5 40 100 15 4 20 PDE1001T 

PEE1001U F038 
C E B E 1 28 1.5 6 30 

. 
39 3.5 20 250 5 200 -65-+150 25 

PEE1001U 
PDE1001 U F058 55 50 1.3 30 PDE1001 U 

{ -
PEE1003U F038 

C E B E 1 28 ' 39 3.5 20 450 7 200 - 65-+150 18 
PEE1003U 

PDE1003U F058 3.7 5.9 49 100 30 1.5 30 PDE1003U 

PEE1005U F038 
C E B E 1 28 39 3.5 20 900 12.5 200 - 65-+150 10 

PEE1005U 
PDE1005U F058 7 5.4 53 200 30 2.6 30 PDE1005U 

PEE1010U F038 
C E B E 28 45 3.5 22 1000 20 200 - 65-+ 150 6 

PEE1010U 
PDE1010U F058 1 9 6.5 60 1000 30 5 30 PDE1010U 

PWB2001U F093 C E B 2 28 1 9 35 100 28 2.5 28 45 3 20 300 4.5 200 - 65-+200 22 PWB2001U 
-

PWB2010U F093 C E B 2 28 8 9 29 250 28 10 28 45 3.5 22 2000 25 200 -65-+200 4.5 PWB2010U 

PKB3000U F053 C E B 3 28 .5 8 25 50 28 2.5 28 45 3 20 80 1.5 200 -65-+200 45 PKB3000U 

PKB3001 U F053 C E B 3 28 1 9 30 100 28 2.7 28 45 3 20 160 3 200 -65-+200 22 PKB3001U 

PKB3003U F053 C E B 3 28 3 6 30 150 28 4 28 45 3 20 900 11 200 -65-+200 11 PKB3003U 

PKB3005U F053 C E B 3 28 4.6 4.9 26 500 28 6.3 28 45 3 20 1500 18 200 -65-+200 7 PKB3005U 

PGB4001 U F049A C E B 4 28 1 .1 _4.4 30 75 20 2 28 40 3.5 18 400 4.5 200 -65-+200 22 PGB4001 U 

CLASS B BIPOLAR POWER TRANSISTORS 
WITH INPUT AND OUTPUT PRE MA TCHING f 

Microwave Performance Characteristi cs Maximum Ratings 

Type No. Package Pinning PL Gp T] e Ieso Ces Vcso Vrno Vern le p!Ot l \ 19 R!{)v Type No. 
1 f Vcc min min min max Vcs ~~ Vcs V V V A Tmb = 75°C K/ 

2 3 4 GHz V w dB % JJA V V w □ c □c 

PZl 418B30U F057C C E B 
1.4 10 

28 27 7.3 38 5000 30 Ill 40 3 15 4 45 200 - 55 + 200 2.2 PZl 418B30U 
18 

PZl 721 B25U F057C C E B 
1.7 to 

28 25 7 35 5000 30 Ill 40 3 15 4 45 200 - 55 + 200 2.2 PZl 721 B25U 
2.1 

PZ2024B20U F057C C E B 
2 to 

28 20 6 35 5000 30 Ill 40 3 15 4 45 200 - 55 + 200 2.2 PZ2024B20U 
2.4 

PV2327B15X F0B3 C E B 
2.3 ID 

24 12 4.7 33 150 24 Ill 40 3.5 15 2 40 200 - 55 + 200 3 PV25 27B1 5X 
2.7 

PV283 1B12X F083 C E B 
2.8 ID 

24 10 4.7 30 150 24 Ill 40 3.5 15 2 40 200 - 55 + 200 3 PV2831B1 2X 
3.1 

PV3539 B3X F083 C E B 
3.5 to 

22 3 6 27 30 24 Il l 40 3.5 15 .75 14.5 200 - 55 + 200 8.5 PV353 9B 3X 
3.9 

PV3742B4X F083 C E B 
3.7 to 

24 4 6 25 50 24 11) 40 3.5 15 18 200 - 55 + 200 6.5 PV3742B4X 
4.2 

8 9 



CLASS B 8/POLAR POWER TRANSISTORS 
WITH INPUT PRE MA TCHING 

Microwave Performance Characteristics 

Type No. Package Pinning PL Gp T]c lcso Ces 
f Vec min min min max Ves typ 

1 2 3 GHz V w dB % µ,A V pF 

PKB12005U F053 C E B 1.2 28 6 10 40 1000 28 4 

PKB12010U F053 C E B 1.2 28 10 9 45 100 30 6 

h PZB16035U F057C C E B 1.55 28 35 8 45 5000 30 12 

PKB23001 U F053 C E B 2 28 .8 6 25 100 28 2.1 

PKB23003U F053 C E B 2 28 2.5 8 38 200 28 2.7 

PKB23005U F053 C E B 2 28 5 6 43 500 28 5 

PKB20010U F053 C E B 2 28 8 5 36 100 30 10 

PKB21004U F053 C E B 2.1 28 5 5.2 40 300 28 4.5 

PKB23007T F053 C E B 2.3 22 6.5 8.1 32 1000 30 10 

PKB25006T F053 C E B 2.45 21 7 8.4 35 100 24 10 

PKB27005U F053 C E B 2.7 28 4 6 25 1000 30 6.8 

PKB38002UC F053 C E B 2.9 25 1.6 7 35 200 28 2.7 

PKB32000U F053 C E B 3 28 .5 8 27 50 28 2.5 

PKB32001U F053 C E B 3 28 1 7 30 100 28 3.2 

PKB35002U F053 C E B 3 28 2.2 6.5 30 500 40 3.5 

PKB32003U F053 C E B 3 28 2.4 5.7 30 300 28 4.5 

PKB32005U F053 C E B 3 28 5 4.7 30 500 28 7 

PKB38001U F049A C E B 3.75 26 1.2 4.7 30 150 28 2 

PGB38001 UT F049A C E B 3,75 28 1.2 4.7 30 150 28 2.5 

PGB42001 U F049A C E B 4.15 28 1.15 4 29 150 28 2 

PGB42002U F049A C E B 4.15 28 1.7 5 18 200 28 2.5 

PTB42001X F041B C E B 4.2 24 .8 5 28 10 24 2.2 

PTB42002X F041B C E B 4.2 24 1.6 5 28 20 24 3 

PTB42003X F041B C E B 4.2 24 3 6 30 30 24 3.8 

10 

Vcs 
V 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

22 

22 

30 

28 

28 

28 

30 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

24 

24 

24 

1 
' ! ,. 

1 , 

1 . 

Veso VEBo Vern 

V V V 

40 3 20 

45 3 20 

40 3 15 

45 3 20 

45 3 20 

45 3 20 

40 3 20 

45 3 20 

35 3.5 15 

35 3.5 15 

45 3.5 20 

45 3 20 

45 3 20 

45 3 20 

45 3 20 

45 3 20 

· 45 3 20 

35 3 15 

35 3 15 

35 3.5 15 

35 3 15 

40 3.5 15 

40 3.5 15 

40 3.5 15 

Maximum Ratings 

le P101 Tj Tstg Rth Type No. 

A 
Tmb = 75°C oc oc K/W 

w 
1.2 10 200 -65-+200 12 PKB12005U 

1.5 18 200 -65-+200 6.5 PKB12010U 

4 55 200 -65-+200 2.2 PZB16035U 

.3 4 200 -65-+200 30 PKB23001U 

.6 7.5 200 -65-+200 18 PKB23003U 

1.5 18 · 200 -65-+200 7 PKB23005U 

2 28 200 -65-+200 4 PKB20010U 

.8 9 200 -65-+200 6.6 PKB21004U 

1.7 16.5 200 -65-+200 6 PKB23007T 

1.7 16.5 200 - 65-+200 4 PKB25006T 

1.7 16.5 200 -65-+200 6 PKB27005U 

.8 6.5 200 -65-+200 12 PKB38002UC 

.2 2.2 200 -65-+200 45 PKB32000U 

.4 4.5 200 -65-+200 22 PKB32001U 

.8 6.5 200 -65-+200 15 PKB35002U 

.8 9 200 -65-+200 11 PKB32003U 

2 15 200 -65-+200 6.6 PKB32005U 

.4 5 200 -65-+200 20 PGB38001 U 

.4 5 200 -65-+200 20 PGB38001 UT 

.4 5 200 -65-+200 20 PGB42001 U 

.55 10.5 200 -65-+200 12 PGB42002U 

.25 5.5 200 -65-+200 22 PTB42001X 

.5 10 200 -65-+200 12 PTB42002X 

.75 14.5 200 -65-+200 8.5 PTB42003X 

11 
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8/POLAR PULSEO POWER TRANSISTORS FOR 
RADAR AND NAV/GATIONAL A/OS 

Microwave Performance 

Type No. Package Pinning Application PL Gp l]C 
f Vce ton ô min min min 

1 2 3 4 GHz V us % w dB % 

MKB12040WS F053 C E B 1 .09 45 10 1 37 10.5 42 

MKB12100WS F053 C E B 1.09 45 10 1 65 7.2 35 

MKB12140W F053 C E B 1 .09 45 10 1 100 9 45 

MRB12175YR F067A C E B I.F.F. 1 .09 50 10 1 175 8.5 40 

MRB12350YR F067A C E B 1 .09 50 10 1 350 7 32 

MRB12375Y F067B C E B 1.09 50 10 1 400 7.5 35 

MRB12900Y F096 C E C E 1.09 50 10 1 800 7.3 30 

MK312040WD F053 C E B 45 10 1 32 8.5 35 

MR1011840W F067A C E B 45 10 1 32 8.5 35 

M01011B150Y F057B C E B 50 10 1 150 7 35 

M01011 B250Y F057B C E B 1.025 50 10 1 250 6.2 35 

MR1011B150Y F067A C E B D.M.E. to 50 10 1 150 7 30 

MR1011 B300Y F067A C E B 1.150 50 10 1 280 6 28 

MR1011 B375Y F067B C E B 50 10 1 375 7 30 

MS1011 B700Y F096 C E C E 50 10 1 600 6 30 

MS1011 B800Y F096 C E C E 50 10 1 800 7 30 

MK0912B15Y F053 C E B 50 10 10 15 10.8 30 

MZ0912875Y F057C C 
.960 

E B 50 10 10 75 7.8 30 
TACAN to 

MZ0912B150Y F057C C E B 50 10 10 150 7 30 
1.215 

MZZ0912B300Y 2F057C C E C E 50 10 10 300 7, 30 

MKB12040W F053 C E B 48 10 1 32 10.5 30 

MKB12100W F053 C E B 0.6 48 10 1 70 8.5 30 

MO6075B21 OZ F053B C E B I.F.F. to 48 10 1 160 8.1 30 

M06075B400Z F057B C E B 0.75 48 10 1 380 6.8 30 

MS60758800Z F096 C E C E 48 10 1 750 7 30 

RZ1214B60W F057C C E B L-Baod 1.2 42 100 10 50 7 30 

RZ12148125W F057C C E B Radar to 
42 100 10 110 5.8 30 1.4 

RV3135B5X F083 C E B 3.1 24 100 10 4 4.3 30 

RZ3135815U F057C C E B S-Band to 30 100 10 12 4 30 Radar 
RZ3135B25U F057C C E B 3.5 30 100 10 25 4 30 

1 1 ! 

Characteristics Maximum Ratings 

lcso ~ Ces ~ Veso VEBo Vern le* Ptot* Îj Î stg Rth Type No. 
max. Ves typ Vcs Îmb = 75°C 
mA V pF V V V V A w oc oc K/W 

O. 1 30 15 45 55 3 35 3 60 200 -65-+200 8 MKB12040WS 

1 50 24 45 50 3.5 35 6 140 200 - 65-+200 3.5 MKB121 00WS 

' 2 50 35 45 55 3.5 35 8 190 200 - 65-+200 2.5 MKB12140W 

5 50 45 50 65 3.5 35 12.5 500 200 - 65-+150 .08*) MRB12175YR 

10 50 90 50 65 3.5 35 25 1000 200 -65-+ 150 .04*) MRB12350YR 

10 50 60 50 65 3.5 35 25 950 200 -65-+150 .05*) MRB12375Y 

10 50 2x160 50 65 3.5 35 50 2000 200 -65-+ 150 .02*) MSB12900Y 

0.1 30 15 45 55 3 35 3 60 200 -65-+200 8 MKB12040WD 

1 0.1 30 15 45 55 3 35 3 60 200 - 65-+150 8 MR1011840W 

10 50 65 3.5 35 10 400 200 -65-+200 .2* M01011 B1 SOY 

1 20 50 65 3.5 35 20 800 200 -65-+200 . 1 * M0101 1 B250Y 

5 50 45 50 65 3.5 35 12.5 500 200 -65-+150 .08 * ) MR1011B150Y 

10 50 90 50 65 3.5 35 25 1000 200 - 65-+150 .04 * ) MR1011 B300Y 

1 10 50 60 50 65 3.5 35 25 950 200 -65-+150 .05*) MR1011 B375Y 

1 10 50 2x160 50 65 3.5 35 50 2000 200 - 65-+150 .02*) MS1011 B700Y 

1 10 50 2x60 50 65 3.5 35 50 1900 200 -65-+150 .025* ) MS1011 B800Y 

1 0.2 30 15 45 55 3.5 35 1 35 200 -65-+200 .4 *) MK0912B15Y 

1 5 50 65 3.5 35 7 300 200 -65-+200 .2*) MZ0912B75Y 

10 50 65 3.5 35 14 600 200 -65-+200 .1 *) MZ0912B150Y 

20 50 2x50 50 65 3.5 35 28 1200 200 -65-+200 .05 * ) MZZ09128300Y 

1 0.1 30 15 45 55 3 35 3 60 200 -65-+200 8 MKB12040W 

1 50 24 45 50 3.5 35 6 140 200 -65-+200 3.5 MKB121 00W 

5 45 30 45 60 3 35 10 500 200 -65-+200 .075*) M06075B21 OZ 

1 10 48 90 48 60 3 35 32 1200 200 -65-+200 .04 * ) M060758400Z 

10 48 2x160 50 70 3 35 50 1800 200 -65-+ 150 .02 * ) MS6075B800Z 

5 42 28 42 50 3 35 7.5 275 200 -65-+200 2 RZ1214B60W 

10 42 28 42 50 3 35 15 550 200 - 65-+200 1 RZ1214B125W 

' 
0.1 24 35 3 15 1 25 200 -65-+200 6.5 RV3135B5X 

0.5 30 40 2 25 2 53 200 -65-+200 3.5 RZ3135B15U 

1 1 30 40 2 25 4 105 200 -65-+200 1.75 RZ3135825U 

• Note: for ton and ô listed under Microwave Performance. 
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LOW NOISE AND GLASS A POWER GA AS FETS 

Type No. 

CFX13 

CFX14 

CFX21 

CFX30 

CFX31 

CFX32 

CFX33 

F038 

Package 

F092 

F092 

F092 

F085 

F085 

F085 

F085 

Pinning 
f 

1 2 3 4 GHz 

G s D s 12 

G s D s 16 

G s D s 11 

G D s 11 

G D s 11 

G D s 8.5 

G D s 8.5 

seating plane 

-, t 
9min 
(4x) 

• '-, ---~2 _j 
5,85 
5,60 -, 

7Z75891A 

Vos 
V 

3 

3 

6 

8 

8 

8 

8 

Microwave Performance 

lo 
mA 

10 

10 

40 

50 

100 

200 

450 

F041 A 

PL1 
min 
mW 

50 

100 

250 

500 

1000 

0,1 

1 l 
3,45 \ 
2,90 

t 

Gpo NF GA loss 
min max min typ Vos 
dB dB dB mA V 

3 6.5 70 3 

3 6 70 3 

7 80 3 

7 80 3 

7 180 3 

7 400 3 

6 1000 3 

. ~ , _J4,5 l !I: ~ :l : 1 max 

1 : /' . 1----n 
~ 20,Smax l?max 

seoting 
pl~ne 

1,0 

J 
1
. L2.o 

- (23] -
- ~- 7Z8!17•4 

4,5 
min 

4,5 
min 

1 1, 1 

. 
1 

1 

Characteristics 

Vp 
typ Vos 
V V 

-3 3 

-3 3 

-4 3 

-2.5 3 

- 4 3 

-4 3 

-4 3 

F041 B 

0,1 

1 1 3,45 
2,90 

t 

9m 
lo typ Vos lo Vos 

mA mA/V V mA V 

.2 28 3 10 5 

.2 28 3 10 5 

.2 23 6 40 8 

1 50 3 80 15 

1 50 3 200 15 

1 120 3 400 15 

1 180 3 800 15 

. ~ , _J4,5 
I ! 1: ~ :l : 1 ma x 

1 : /' . 177 
~20,5max 1,7max 

seating 
plane 

1,0 

-~- 7 Z 85687A 

VGs 
V 

-6 

-6 

-6 

-2 

-12 

-12 

- 12 

los 
mA 

100 

100 

110 

130 

300 

500 

1200 

Maximum Ratings 

P101 
Tmb=75°C Teh 

w oc 
.3 175 

.3 175 

.5 175 

.8 175 

1.25 175 

2.5 175 

4 175 

F045 

Tstg 
oc 

-65-+175 

-65-+175 

-65-+175 

-65-+175 

- 65-+175 

-65-+175 

- 65-+175 

Rth Type No. 

K/W 

200 CFX13 

200 CFX14 

200 CFX21 

100 CFX30 

100 CFX31 

70 CFX32 

35 CFX33 

0,125 

j 1 1 
2,4 

Be O 

1 
6 

min 

t 
1,3 
1,0 

max 
1 

2 _J ~I =='=F-, 0.75 

3,2 
_ 6 _ _ s,5_ 6~ 

7Z85685A 
min max min 

15 



F046 

F053 

16 

sea-ting 
plane 

1,6 - · 1,4 

6 
min 

8-32UNC2A 

Alz o3 0,125 

6 
min 

2,80 
2 50 

8,5 
7,5 

2,9 
min 

2 _j0,75 

~ - 1 Z8568&A m,n 

4,0 
max 

12,5 
max 

1 

015 _01,0 
o:jo J m~•-1 j 

3 3 1 ' 1 =r 1 ' 1 4,5 
2:a ITtJ: = nu-· max 

1 1 __;.----" 3 ' ' 1 1 
seating ~ 205max----1,7max 
plane · 

3,4 
3,1 

3,4.min 

4,5 
min 

--·-·-1·-1 
6,5 7,0 18 

max max 16 

;,c,.-j...L-J~'f,>L-...l....è>...~_ 1 _ _J 

2,1 
1,9 

Œ1l 
~ 12 85630A 

4,5 
min 

F049A 

r05,7 1 
1 0Î1 ma,- 1 

19~· 12,8 
ù-t-- 3 1 mr 

. i, 51J 0,75max 
seating • 

plane 

F057B 

o,;2 1--~□10,~max-+--I ~j 

3,5 t ' 1 1 __i 4,2 ~~ 
2 ,9 1 1 : 1 : : 1 1 3,6 l 
r-1 ' /3 r 24max 

3,4 
3,2 

seating 
plane 

0,637~ 

00,25@ 1 3min --_ --1 

'-r-t-----=be==4¼!,,..,,..,~=~~cc- gr T 
Jmin 3min 

-~- 7Z85 742 

F057C 

,,:r . 1 i 1 
,:, 1 1: 1 : 

r-1 ' /3 
7 24mox 

c□10,5mox7 

seoting 
plane 

F058 

t 
__i ~'a4. 

:1 1-=--.J 
t 

1,7max 

-'--~ --- - - ..--1-· _ ceramic 

4,0 t !I ! E' _j0125 max d 1 - 7, 
-~. --.-♦---'-L1 --+--::· ~ --... BeO 

1,6 ..... 7,2 max 1--"---seating plane 111 
1,4 

-t 
9min 
(4x) 

• 2_t 
'-'--"-----, 

3 

5,85 
5,60 

-t 

1Z75892 A 

2F057C 

0,12 

l 

3,4 
3,2 

F067A 

0,5 
0,0 

1-□ 10,5 max-=1 =-□ 10,5 max-1 

j 6,4 
_ _....,_,__..!:==be===!.!:==da====1...~+-,-- max 
!-ll-+-...___,~-+-----+---'--'-........._, __ I 
---./------ 34,5 - -------11,?lax 

seating 
plane 

$-0 0,25(8) 

3min 

-3,05~ 

1Z85740 

seating 
plane 

3,2 
2 9 

5,5 --H)jo.25 ®I 
t 
6 

min 
_ _J 

1 ' 5,95 6,5 20 
max max 18,5 

'-+~~==t-==-d-=-~=--LJ 

~

, ..___,il---'---1---~'----'lin 
2,4min 

[1}]~ 

-~ 7Z8!i74 7 
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F067B 

l-9,2max-
0,15 

rnT 1 , i , 1 . 1 1 1 ~J 
I 1+20,Smax --- - 11,4Lx 

F085 

3,2 
2 9 

seating 
plane 

t 
6 

min 

""==o.=a±=a-=-=I=-, f-i 
5,95 6,5 20 
5,65 max 16,5 

'-+~bc,,==l-==-=d...,~,..d_ LJ 
1 

2,1.min 6 
mi n 

1,6±0,1 

seating 
plane 

l 1,02 

J ,Lo,5s 
6,7-

7Z85748 

7Z851413 

1 

1 
2,8 

1,65 max 

2,51 3,4 

1 ! 

F083 

F092 

3,0 

seating 
plane 

- 3,ol 
14,2 ~ 7285688 A 

j 
r+, _l 1,24 

- -----'uplU.,.,.__ ___ t7±0,2 

0,10±0,05 

- 1 
0,51±0,05 

1-6,3±0,2 - 7Z8568 4A 

1 
4,7 
min 

4,7 
m,n 

F093 

SOT100 

_J[o,1so 
0,075 

1,37 
max 

104,3 1 0,1 _j 
1 1 m 

1,3'/4~7 

1,9 1 2 3 

seating 05•8 
plane 

71-0,76 

1 
9,4 
min 

l 18,8 
min 

7Zl5741i 

O2165max 

3,3 s.2,4•)7 
\t-----•-;--' 

~~x (2x) 

7 

(2x) 
0,6 max 

-- 2,6max ..- 1ZHH2 A 

F096 

0,15 1 

~h T c_! '--+-':_I ~+-· _' ,_1 _11-· _1-'-+--'---!l_j ~f x 

r-1 / 29,7max 1~ 

,~18,4max-1 

seating 
plane 

~ 00,25@ 

32 ~ 
z'.g -:,/ ·--~.-

-~--[z;TI~ 

1-----m -----, 7286 74 9 
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-
S RF POUR ÉMISSIO 

UES EXEMPLE ' . 

ÉMETTEURS VHF (25-174 MHz) 

Gamme 12,5 - 13,5 V. 

Emetteurs mobi les 68-87,5 MHz 

0 [> [> 20mW 
2N4427 8LY 87 A 

-----o 
8W 

ou BLY87C 

0 [> C> 35111W 
2N4427 BLW29 

----o 
14W 

0 [> [>. 70mW 
BF042 BLW31 

0 [> [> 160111W 
---~-o 

. 45 
BF043 BLW60 

ou BLW60C 

Emetteurs mobiles 132-174 MHz 

0 [> [> 100mW 
2N4427 BLY 87A 

----o 
8W 

ou BLY 87C 

0 [> 125111W 
BF042 

0 
250mW [> 

BFQ 43 

Emetteur port;'lble 132-174 MHz 

[> -----o 
BLW29 14W 

[> -----o 
BLW31· 

1 BLW60 
ou BLW60C 

28W 

45W 

o.,..,,._ ___ __.r----Z-2.V r----Z2_V 
40111W L.-,---'>-------IL.-,---'>----o 

2 N4427 BF043 2W 

EMETTEURS UHF (225-470 MHz) 

Emetteur 28 VAM 225-400 MHz: 

20V 20V 

LEE PME PME 
0030 X 040_10 U 04030 U 

2XRT6439 
Push-Pull 

Gamme 28 V 

Stations fixes FM 68-87, 5 MHz: 

O>-----[>>-----Î-::.>----o 
5SmW BFS23A L--tfly~3A 25W 

ou BLY93C 

1.,_2_5_m_W __ _..[> [>>----0 
BLX 92 A BLX 39 50W 

ou8LW86 

BLY92A BLW78 100W 
ou BLY92C 

Emetteurs Radio FM 87,5 108 MHz : 

o~----<[>>------IC> 
140 mW BLY 92 A LX>3_9 ____ SO W 

ou ~LW86 

100W 

Emetteurs AM 118 136 MHz : 

O>-------IC>►-------lr---..,>----o 
110mW BLX 92A ½i'G'93 A 6 W 

ou BLY 93 C po, teuse 

240mw o~J Ê o~>i-i ___ P_1g,~use 

100mw 

Stations fixes FM 132-174 MHz : 

~5mw ¼&'91A ~>9_3_A ___ 25W 

ou BLY91 C ou BLY 93C 

25mW 

mW BLY93A 
ouBLY93C 

2XBLX39 
ou 2XBLW86 

100 
w 

EMETTEURS TV (470-860 MHz) 

6>--5- ,-11-W __ __.[>-------1[>►----------o 
BLW34 BLW98 3Wcrêtesync. 

25111W 
BLW33 BLW98 

2X BLW98 

4 XBLW98 

6Wcrète 
sync 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez 355.44.99, poste 37 9 ou 43 7. 
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RANSISTORS RF POUR ÉMISSION 
N DES GAMÎVIÈS POUR ÉME~TEURS 

' , - - - ~·--~-.-.;:.:...------ i.;.......,;....,.~---_... ............ 

ÉMETTEURS VHF 
. '25·'1!~ ~ .H,i: 

GAMMES 12,5-13,5 V 

Pour réaliser des émetteurs mobiles 
avec des niveaux de sort ie de 12 à 25 W 
trois sol utions sont envisageable~ à parti~ 
des gammes de produits proposées par 
RTC_. 

Gamme modernisée 

On peut d'abo rd utiliser des transistors . 
connus depuis quelques années et présen­
tés en boitier SOT 48, boitier tourelle 
plastique 3/a·· (8-32 ou 10-32). 

Cette gamme de transistors a été mo­
dernisée puisque ceux-ci sont maintenant 
également proposés ; 

soit en boitier SOT 120, boitier tourelle 
céramique 3/8 ", 
soit en boitier SOT 123, boitier cérami­
que 3/8 " à bride 4 connex ions. 

Plastique 
Céramique 

SOT 48 
Ps(W) 

SOT 120 SOT123 

BLY 87 A 8LY 87 C 8 

BLY 88 A 8LY 88 C 15 

BLY 89A 8LY 89 C BLW 8 7 25 

BLW60 BLW 60 C BLW 85 40 

Les propriétés électriques des nouveaux 
types en boitier céramique sont sensible­
ment identiques à celles des anciens types. 
en boitier plastique. Seul le 8 LY 87 Ca un 
gain supérieur de 2 dB au BLY 87 A, ce qui ' 
rend ce nouveau produit compatible avec 
la gamme à haut gain. 

Nouvelle gamme à ha.ut gain 

On peut également faire appel aux tran­
sistors d"une nouvelle gamme à gain élevé 
permettanJ souvent une réduction du nom­
bre des étages amplificateurs. 

Les caractéristiques essentielles des 
transistors de cette gamme sont données 
à 175 MHz dans le tableau suivant. 

Types Ps!W) G(dBI T/ (%) Boitier 

BF042 2 1 ; 50 SOT 39 

BLW29 14 10 60 SOT120 

BF043 4 12 60 SOT 39E 

BLW31 28 9 60 SOT120 

Modules amplificateurs 

Il est enfin possible d'employer les mo­
dules amplificateurs 50 U - 50 U que RTC 
propos e pour différentes bandes de fré­
quences et dont les caractéristiques essen-· 
tielles sont résumées dans le tableau sui­
vant . 

·2 

Types Bande de fré- Ps min Pe(W) 
quences (M Hz) (W) 

BGY 32 65 - 80 18 0 ,10 

BGY 33 80- 108 18 0,10 

BGY 35 132 -1 56 18 0, 15 

BGY 36 148 - 174 18 o. 15 

GAMMES 28 V 

Deux gam mes 28 volts existent mainte-
nant: 

l'une connue depuis quelques années et 
qui a été modernisée par la présentation 
de ses produits en version tourel le céra­
mique et en version bride pour le 25 W, 
l'autre faisant appel à des cristaux nou­
veaux montés dans des boitiers cérami ­
que. 

Gamme modernisée 

Plastique Céramique 

SQT48 
Ps(W) 

SOT120 SOT123 

BLY 91 A BLY 91 C 8 

BLY 92 A BLY 92 C 15 

BLY 93 A BLY 93 C BLW 84 25 

Nouvelle gamme 

Types Ps(W) G(dB) T/ (o/, ,) Boîtier 

BLX 39 .. . 45 8 65 SOT 120 

BLW 86 ... 45 8 60 SOT123 

BLW 7 8 .. 100 6 70 SOT 121" 

• boitier à bride 4 connexions 1/ 2" 

Les caractéristiques des BLX 39 et BLW 
86 correspondent à une fréquence de 
1 70 MHz ; celles du B LW 7 8 correspon­
dent à une fréquence de 144 MHz qui peut 
être considérée comme une fréquence li­
mite pour ce transis tor. 

Tous les types des deux gammes 28 V 
conviennent pour les émetteurs à modula­
tion d 'amplit_ude ; la puissance porteu se 
obtenue est de l 'ordre de 30 à 35 % de la 
puissance spécifiée en CW ou en FM . 

ÉMETTEURS UHF 
225 · 470 MHz 

GAMME 12,5 - 13,5 V 

RTC a développé une nouvelle sé rie de 
transistors destinés aux émetteurs radio 
mobiles nécessitant des te nsions d'al im en­
tation de l'ordre de 12,5 à 13,5 vo lts. 

Par rapport aux transistors de la gamme 
BLX 65 à 69 A, ces nouveaux types . 

' 

présentent des gains et des puissances de 
sortie plu s élevés. 

On trouvera dans le tableau ci-dessous 
leurs caractéristiques essenti elles à 
470MHzet 12.5V. 

Types Ps(W) G(dBI T/ !'X,l Boi tie r 

BLW 79 .. . 2 9 60 SOT 122" 

BLW 80 ... 4 8 60 SOT 122" 

BLW 8 1 ... 10 6 60 SOT 122" 

BLW 82 .. . 30 5 65 SOT 11 9"* 

• boitier tourelle cé ramique 1/4 " 
•• boitier à bride 1/2" 6 connexions 

Le type BLW 82 est préadapté en en­
trée. 

GAMME28V 

Pour les appl icat ions à 28 V large bande 
(225 - 400 MH z). les types LEE 0030X, 
RT 6105, PME 04010U, PME 04030U et 
RT 6439 sont recomma ndés. Leurs carac­
téristiques à 400 MHz font l'objet du 
tableau suivant. 

Types PslW) G(dBI Y/ ('Yu) Classe 

LEE 0030X 4,4 11 ,5 50 A 

AT 6105 .. 30 6,5 70 B 

PME04010U 12 10 65 B 

PME 04030U 32 8,5 60 B 

RT 6439 .. 65 8,5 B 

Les deux premiers de ces tran sisto rs 
sont présentés en boitier tourel le cérami­
que 1/ 4··. les autres en boitier cé ramique 
1/2" à bride 6 connexio ns. 

EMETTEURS TV 
BANDES IV ET V 
470 · 860 MHz 

Une nouvelle série de t ransisto rs fonc­
tionnant dans cette bande de fréquence a 
été développée. 

Tous les types de cette série fonction­
nent en classe A à VCE = 25 V et sont 
présentés en boitier tourelle céramique 
1/4" . 

Types PsW) dimldB) G(dB) 

BLW 32 .. . 0 ,5 -60 12.5 

BLW 33 ... 1 -60 10 

BLW 34 ... 2 -60 , 10 

BLW 98 .. 4 - 60 7 . 

Les BLW 32 et 33 sont les successe urs 
des BLX 96 et 97 et présentent un gain et 
un rendement plus élevés que ceux-ci. 

Le BLW 98 est la ve rsion céramique du 
BLX 98 à giji n plus élevé . · 

Enfin , le BLW . 34 comble le vide qui 
exista it entre 1 et 4 watts, 



TRANSISTORS 'MICRO-ON~ES DE PUISSANCE 

FAMILLE 3 GHz 
VcE = 2S- V - CLASSE B 

Types Ps G 
{W) (dg) 

PKB 3000U. 0 ,6 B.5 
PKB 300 1 U. 1,3 8,5 
PKB 3003U. 3 ,5 7 
PKB 3005U . 5,6 5,7 

PNB 3000U . 0 ,6 8,5 
PNB 3001 U. 1,3 8,5 
PNB 3003U. 3,5 7 
PNB 3005U . 5,6 5,7 

PNB 32000U. 0 ,6 8,5 
PNB3 200 1U 1,3 8,5 
PNB 32003U . 3,5 7 
PNB 32005U . 5,6 5,7 

( 1) F0 ;i3 bride largeur 6,3 5 mm 
(2) F0 48, F0 53 sans bride 
(3) F0 48 avec préadaptation 

EXEMPLES D'APPLICATIONS 

à 1 GHz 

LCl IO<M lt 
ou lBf 1004 R 

lllf 2002 r 
Ou LN( 2'002 r 

P118 23001 U 
OH PN 8 2300 1 U 

PK B 13005 U 
ou PN B ZJOOS U 

'1 C 
('Yo) 

29 
34 
35 
36 

29 
34 
35 
36 

29 
34 
35 
36 

PIIB 120\0U 
0 "P111A 120,ou 

Boitier 

( 1 ) 
(1) 
( 1) 
( 1) 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

2 • PIIB 2J005U 
0" l• PN8 2l005U 

FAMILLE 4 GHz 
VcE = 28 V- CLASSE B 

Types Ps G 
(W) (dg) 

PJB 4000U . 0 ,45 9 
PJB 4001 U. 1 6,5 

PGB 4000U . 0.45 9 
PGB4001U . 1 6,5 

PJB 38002U . 2 6 
PJB 42000U. 0.45 9 
PJB 42001 U. 1 6,5 
PJB 42002U . 2 6 

PGB 38002U . 2 6 
PGB 42000U. 0.45 9 
PGB42001U. 1 6,5 
PGB 42002U . 2 6 

( 1) F0 41 bride largeur 5. 1 mm 
(2) F0 49, F0 41 sans bride 
(3) F0 41 avec préadaptat ion 
(4) F0 49 avec préadaptation 

à 3 GHz 

l'K6 32000 U 
n u PN8 l2001 U 

'/ C 
(%) 

23 
30 

23 
30 

28 
23 
30 
20 

28 
23 
30 
20 

f'K 6 32003 U 
0 " t'N8 31003 U 

Boîtier 

(1) 
(1) 

(2) 
(2) 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

l'IIIJ 32005 U 
" " l'Ntl l100';, U 

LCŒ C2004 T 
ou UE 411004 T 

PCB 0 001 U 
ou PJf1 4?001 u 

7 JI PGK •0001 U 
Ou-, Il PJR 41001 U 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez 355.44.99, poste 3 79 ou 43 7. 

Afin de répondre aux besoins des utilisa­
teurs de ses circuits intégrés, RTC met en 
œuvre une équipe chargée des circuits à la 
demande et du logiciel associé. 

Cette équipe spécialisée est chargée 
d 'accuei llir les projets et de définir la filière 
la mieux adaptée. 

Pour cela, elle bénéficie du support, tant 
technologique que log iciel, des centres in­
dustriels du groupe et des laboratoires 
d 'applications. 

Avec l'ECL, la TTliLS et l'12 L, RTC ré­
pond aux problèmes de vitesse, de con-

ÉGRÉS À LAD 

sommation et ·de densité dans le domaine 
des applicat ions digitales. 

Dans le domaine des applications linéai ­
res. les technologies utilisées permettent 
d'attei ndre des tensions d 'al ime ntation de 
80 V ainsi que des vitesses de fonctionne­
m ent alla nt jusqu' à 250 MHz. 

Le procédé LOCMOS, disponible en Eu­
rope, présente, outre les avantages du 
C.MOS, une densité d'intégration et une 
vitesse plus élevées grâce à l'oxydation 
loca le du si licium. 

Le N.MOS grille silicium, à appauvri sse-

ment-enrichissement, constitue en alter­
nat ive à 1'12 L une voie privilégiée pour les 
circuits LSI ; cette technologie offre une 
grande souplesse d'interconnexions et une 
densité d' intég ration pouvant atteindre 
300 ports/ mm 2 • 

En règle générale, toutes ces fili~res ont 
comme support une famille de circ uits 
standard . Cela assure une grande stab il ité 
dans les caractéristiques et la qualité et 
permet aux circuits à la demande de béné ­
f icier des mêmes avantages économ iques 
que les grandes familles standard . 

5 

Dan s le domaine des t ransistors micro­
ondes de puissance, RTC a retenu un 
certain nombre d'options fondamental es 
brièvement exposées ci-dessous. 

Structure interdigitée 

Une telle structure permet d'obtenir des 
valeu rs élevées pou r les rapports périmètre 
émetteu r su r su rface émetteur et pé rim è­
tre ém etteur sur surface de base ; ell e crée 
une efficacité élevée des zones émetteurs. 

Géométrie multicellulaire 

Cette géométri e garantit une bonne ré­
partit ion dans tout le cristal de la puissan­
ce dissipée et condu it à une faible résis tan­
ce the rm ique. 

Résistances en série avec les émetteurs 

Une rés istance série commune à deux 
doigts d 'émetteur est obtenue en créant 
une zone p+ par diffusion de bore -. Il y a 
donc deux fois moins de résista nces séri es 
qu'il y a de doigts d'émetteurs. 

Ces résist an ces ayant un coefficie nt de 
température posit if garantisse nt une bon­
ne répartition du coura nt da ns chaque 
zone d'émetteur et l'on obtie nt ainsi des 
transistors robustes acceptant des désa­
daptations éventuelles. 

Base obtenue par implantation de bore 

Des zones profondes p+ obtenues par 
diffusion de bore viennent prendre des 
contacts dans cette base et améliorent la 
tension de claquage ent re base et collec­
teur. 

Passivation par Si3 N~ 

Une couche de nitrure de si licium dépo­
sée sur la totalité de la surface du cristal 
après diffusion de la base assure une 
meilleure stabilité des caracté ristiques et 
amé liore la définition de l'ouverture des 
zones d 'émetteurs. 

Emetteurs obtenus 
par diffusion d'a rsenic 

Cette diffusion est obtenue à partir 
d'oxyde dopé et permet la réalisation de 
profils abrupts. 
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FAMILLE 1 GHz 
VcE = 28 V - CLASSE B 

Types 
Ps Gp 

(W) (d B) 

PEE 1000U. 1 8 
PEE 1001 U. 2 6.4 
PEE 1003U. 4,2 6,2 
PEE 1005 U. 7,6 5,8 

PKB 12010U. 15 12 

PNB 12010U. 15 12 

( 1) F0 38 tourelle 1/ 4" 
(21 F0 53 bride largeur 6,35 mm 
(3) F0 48, F0 53 sa ns bride 

Boitier Ampac pour transistors micro-ondes. 

M éta llisation titane-platine-or 

Cette métallisat ion est obtenue pa r la 
méthode dite de pelage ou « lift -off». Le 
titane adhère parfaitement sur le nitrure de 
silic ium ; le platine sert de barrière à la 
diffusion de l'o r : la bonne tenue en co rro­
sion et la bonne conductibi li té électrique 
sont ass urées par l'or. De plus, lors des 
prises de co ntact, ce lles-ci se font or sur 
or. 

Boîtiers céramique étanches 

En hermétic ité, les boît iers des familles 
2, 3 et 4 GHz CW tien nent les normes 
URV - 6 - 3 - 62/608, NFC 20 600 et MIL 
STD 750. 

Cela est dû , en particulier, à l'emploi 
d'un anneau d 'a lumine multicouches brasé 
sur le cuivre. 

Pour la plupart, ces boit iers permettent 
de réa liser une cell ule de préadaptation 
interne en entrée au plus près du cri stal 
actif à part ir de capàcités MOS et des 
inductances des fils de l iaison dont les 
longueu rs sont programmées lors du mon­
tage. 

Une te lle cellule augmente les impéda n­
ces du cristal, rend l'utilisation du transis­
tor plus aisée et améliore les caractêristi-

FAMILLE 2 GHz 

ques des amplificateurs large bande . 

De plus, ce rtains de ces boitiers permet­
tent de réa lise r une ce llule de préadapta­

. tion interne en sortie obtenue en partie 
avec des lignes sur céramique 

A titre d 'exemple, pour un crista l de 
0 ,3 5 mm x 0.45 mm, on peut citer les 
valeurs suivantes : 

larg eur des émetteurs = 1,2 5 j-l. m 
pas ent re émetteurs = 8 1-' m 
rapport périmètre émetteu r (en mm) sur 
surface de ba se (en mm2 ) = 214 mm- • 

Pou r les contacts, on arrive à des lar-
geurs de do igt de 2,5 1-' m et à des interval­
les de 1,5 j-l.m. 

Pour certains transistors de plus grandes 
dimensions (3 , 1 mm x 1, 1 mm). on atteint 
des périmètres émetteur de 140 mm. 

On trou ve ra dans les tab leaux suivants· 
les caractéristiqu es essentielles des tran­
sisto rs disponibles dans les familles 1, 2, 3 
et 4 GHz. 

Les transistors de la famille 2 GHz sont 
tous préadaptés en entrée. 

Les transis tors des familles 3 et 4 GHz 
so nt préadaptés ou non préadaptés en 
entrée . 

VcE = 28 V - CLASSE B 

1) C 
Boitier 

(%) 

52 ( 1 ) 
60 ( 1) 
52 ( 1 ) 
58 ( 1) 

50 (2) 

50 (3) 

Types 
Ps GP 

(W) (dB) 

PKB 2300 1 U. 1,5 7 
PKB 23003U. 3 ,4 9,2 
PKB 23005U. 8 7,2 
PKB 20010U. 10 6 

PNB 23001 U. 1,5 7 
PNB 23003U. 3,4 9,2 
PNB 23005U. 8 7,2 
PNB 20010U. 10 6 

( 1) F0 53 bride largeur 6.35 mm 
121 F0 48, F0 53 sans bride · 

1) C Boîtier 
(%) 

32 ( 1) 

50 ( 1 ) 
53 (1) 
42 ( 1) 

32 (2) 
50 (2) 
53 (2) 
42 (2) 

I 


